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PATENTE
DE
"INTRODUCCION

a favor de Don Angel HERNANDEZ LOPEZ, de nacionslidsd
espafiola, résidente en Barcelonsa, calle Farigols, 20,
por “PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE BARNICES DE
POLIESTER TEREFTALICO - IMIDA, PARA EL AISLAMIENTO DE

" CONDUCTORES ELECTRICOSY.

ME¥ORIA DESCRIPTIVA -

La presente invencidn se refiere & un nuevo
procedimiento para la fabi'ioa.cién de barnices de poliés~
ter tersftélico - imidas, especislmente utilizasbles pare
eislar conductores eléctrﬁcos, ¥ otros cuerpos metélicos
destinedos & ser sometidos a tensiones eléctricas, medisn~
te el cual se obtiene productos de propiedades‘més vénta—
josas que las de los utilizados haéta la fecha.

Consiste el procedimiento que se describe en
le modificiacidn de los bernices de tipo tereftélico, con

iminas resultantes de la reaccidn de diaminas con &cidos
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srométicos que contengen en el anillo bencénico por

1o menos tres grupos carboxilicos, de los cuales, uno

de ellos por lo menos se halle en posicién orte.

Estos icidos pueden ser el dcido piromeliti-
coy hemimelitico, trimelitico u otros dcidos tri-o tetra-
~-subgtituidos, o mezclas de ellos.

Las diamings utilizadas responde g ls férmula
general HZN-RNHZ, en la que R es un radical divalente
de tipo alifético, aromético, al&fético~aromético.o ¢ci-
cloaromatico; estando constituido, de preferencia, por
un niclec aromético como en la metafenilendiamina, o bien
por dos micleos arométicos unidos directamente entre si
por dos‘carbonos como enLeI naftaleno, o, mejor, por uno
solo como en el bifehilo,'o bien mediante un radical R’
segin la férmule

—= RI-

‘en la que hay dos radicales fenileno unidos por alguno

de los radicales siguientes: éter, tioéter, sulfinilo,
sulfoxilo, tioxo, 1mino, amida, sulfonamido, azo, azoxi,
diazoamino, hidrazo, éster, metileno, isopropilideno. Los
niicleos bencénicos pueden estar susbtituidos parcialmen-
te por radiéales alifdticos, y los grupos amina ocupar
cualquier posicién con respecto al radical R{

La modificacidn de los pdliésteres tereftali-
¢cos propuesta, consiste ‘en la introduccién de las imidas

obienidas a partir de las diaminas gromaticas y los dci-



Se

10.

15.

20.

25.

-3

28802

dos aromaticos policarboxilicos indicedos, en los poliés-

teres de écidos tereftélicos y alcoholes polihidrox{lices,
0 las mezclas de estos con glicoles, para.la cual se hace

reaceiongr a unos 25°C‘la diamina aromética (o una mezocla
de ellas) con el 4cido policarboxilice & su anhidrido de

4 & 2 moles de dcido policarboxilico a su inhidrido o és-

ter, por cada mol de diamina aromitica; la temperatura es

elevada hasta ;50-20000 en el tiempo de 1 a 4 horas. A

continuacién se deja enfriar y se sfiede el &cido terefté~

lico o uno de sus derivados, de preferencia. el éster meti-

lico, junto con el polialcohol, en proporcién de 1 mol de
dcido tereftdlico por 1 a 3 moles de zlcohol polihidroxi-
lico, pudiéndose substituir parte de este dltimo componen-
te por dialdoholes éomo glicol, butanodiol-l,4 u oftros po-
lialeoholes como el trimetilolpropano, pentréeritrol, ete.
Como oatalizadores se puede utilizer 1los normales de este-
rificacién y transesterificscidn, consistentes en dxidos,
carbonatos o sales orgégieas de los metales alcalinogs, al-'
calinotérreos, o cinc, plomo, sntimonio, etc., mezclas de
ellos u otros cataligadores, tales como alcoholatos, tita-
natos de slquilo, en proporeién .de 0,05 & 5% con respec-
to al peso de &cido tereftalico.

También es posible afiedir algin disolvente iner-
te, como hidrocarburos aromaticos o acidos cresilicgé; pa-
ra evitar le sublimacidén del tereftzlato de metilo o del
dcido tereftilict,. La temperature es mantenida de 180 a
250°C dursnte el tiempo conveniente para alcanzar el grado

de polimerizacidén sdecuado, a fin de que una solucidn del
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polimero en mezclas de c¢resoles e hidrocarburcos aromd-

ticos tenge le viscosidad y contenido de residuo sélido

. adecuado (usuglmente de 15 o 40%) para poderlo aplicar

por los sistemas ususalec al sislamienio de cohduétores
de cobre, } o

N La reiacién de dcido tereftédlico a diamina
aromdtica puede ser de 1 mol de dcido tereftédlico por
cada 0,05 a 1 mol de diamine aromatica. El dcido teref-
télico puede ser substituido parcialmente por otros dci-
dos equivalentes, como el isoftdlico o piromelitico, o
también se puede modificer el pelidster posteriormente
con isocianstos del tipo llamedo blogueado, y aﬁa@ir ca-
talizadores de curado, tales como sales de dcidos orga-
nicos con hierro, cobdlto, cine, etc., o titanatos de al-
quilo. .

Serén independientes del glcence de la inven-

‘cién los detalles y ceracteristicas accesorias empleadas

en la puesta en practica de la misma, asi como los medios
¥y sparatos utilizados para llevarla a cabo, por quedar to-
do ello comprendido deniro del espiritu de las siguien-

tes reivindicaciones,
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Se reivindica como objeto de la presente pa-
tente de introduccidn:

1. Procedimiento para la febricacidn de- barni-
ces de polidster téreftélicq - imida, para el aislamien-
to de conductores eléctricos,caratterizado esencialmente

por el hecho de hacer reaccionar el dcido tereftélico, junto

con el palialcohol correspondiente,con la imida modificadora.

2. Procedimiento para la fabricacidén de barni-
ces de poliéster tereftdlico - imida, para el aisdamien-
t0 de conductores eléctricos, de acuerdo con la reivindi-
cacién 1, caracterizado esencialmente por el hecho de que
la imidae es forsmeda por la reacqién de una diaminag con un
écido aromitico, mezclas de dcidos aromiticos o sus anhi-
dridos, conteniendo cada moléeuls de feido por lo nenos
tres grupos hidroxilicos, y estando al menos uno de estos
grupos cerboxilicos en posicidén orto.

' 3. Procedimiento pare la fabricacién de berni-
ces de poliéster tereftalico - imida, para el aislamien-
to de conductores eléciricos, de‘acuerdo con las reivin-
dicacionés ly 2, caracterizado esneciglmente por el he-
cho de que el écido es seleccionado del grupo que compren-
de los dcidos piromelitico, hemilitico y trimelitico, sus
anhidridos o combinaciones posibles de ellos.

4. Procedimiento para la fabricacién de barni- -
ces de poliéster tereftdlico - imide, para el aislamien-

to0 de conduciores eléctricos, Ge acuerdo con lzs reivin-
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dicgciones 1y 2, caracterizado esencialmente por el
hecho de que la diamina es del tipo HZN-R-Nﬂz, en 1&
que R significe un radical divalente de tipo aromético,
alifético, alifético—aromético o cicloalifético.

5. Procedimiento para la fabrzcacién de ber-
nices de poliéster tereftilico - imida, para el sisla-
piento de conductores eléctricos, de acuerdo con las rei-
vindicaciones 1 a 4, c¢sracterizado esencialmente por el
hecho de gue el radical R estd oconstituido por un nidcleo
aromético, tal como fenileno, naftileno o bifenileno;. o

vien wuh radical del tipo

en cuys férmule R’es selecciocnado del grupc de radica-
les consistente en éter, tioéter, sulfinilo, sulfonilo,
tioxo, imino, amida, sulfonamido, azo, azoxi, diazoami~
no, hidrazo, éster, metileno e imopropilideno, pudisndo
contener los nicelos srométicos substituyentes'de tipo
glifétioo y‘los grupos amina ocuper cuslquier bosicién
coh-respécto 2l radical RI

6. Procedimiento para la fabricacién.de bar-
nices de poliéster tereftdlico — imidm, pers el aisla-
miento de conductores eléctricos, de acuerdo con la rei-
vindicaeidn 1, caracterizado esencialmente por el hecho
de gue el poliéster es obtenido por reaccién s 150-250°C

entre ééido tereftdlico o uno de sus derivados con polial~

. cbholes en la relacion de 1 a 3 moles por cada mol de dci-

60, ¥ la imida en le relacidén de 0,05 a 1 mel de digmida
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7. Procedimientod para la febricacidén de barni-

por cada mol de Aeido.

ces de poliéster tereftdlico - imida, pars el aislamien-

.%o de conductores eléciricos, de acuerdo con lgs reivin-

dicaciones 1 y 6, caracterizado psencialmente por el he-
tho de que el polialcohol es seleccionsdo del grupo que
comprende la glicerina, hexanotriol, trimetilolpropano,
ventaeritrol y mezclas de elloa.

8. Procedimienmto para la fabricacidn de barni-
ces de poliéster tereftdlico- imida, para el aislamien-
to de conductores eléctricos, de acuerdo con las reivin-
dicaciones ly 6, caracterizedo esencialmente por el he-
cho de que ol polialcohol es substituido pzrcialmente por
dioles tales como glicol, propanodiol, butanodiol o mez-
clas de los mismos.

_ 9. Procedimiento para la fabricacidén de barni-
des de poliéster tereftdlico - imida, para el aislamien-
to de conductores eléctricos, de acuerdo con ls reivin-

dicacidn 1, caracterizado esencislmente por el hecho de

que el &cido tereftilico estd substituido parciaslmente

por otros 4éidos dicarboxilicos.

10. Procedimiento para la fabricacidn de barni-
ces de poliéster tereftdlico - imida, para el sislemien-
to de cohductcres eléctricos, de acuerdo con la reivindi-
cacidnl, caracterizado esencislmente por el hecho de que
las reacciones de esterificacién y de tﬁansesserificacién

son llevadas a cebo en presencia de carbonatos y sales
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de los metales alcalinos y alcalinotérreos, de cine,

plomo o antimonio, ¢ titanatos de algquilo, como catéli—
zadores, en proporcidén de 0,05 & 5% con respecto al dci-
do tereftdlico.

11l. Procedimiento pera la fabricecidn de ber-
nices de poliéster tereftdlico - $mide, pera el aisla-
miento de conductores eléctricos, de acuerdo con la rei-
vindicacidén 1, caracterizado esenciezlmente por el hecho
de modificar el poliéster con aceleradores de polimeriza-
¢cidn seleccionados del grupo que comprende los isociana-~
tos bloqueados, resinatos, naftenatos y/u cctoatos de
hierro, ciné o cobalto, titanatos de alguilo y mezclas
de ellos. _
12, Procedimisnto pera le febricacidén de bar-
nices de poliéster tereftdlico - imida, para el aisla-
miento de conductores elégtricos.

" Da presente memoria descriptiva consta de ocho
nojas foliadas escritas a miguins por una sols cera.

Barcelons, 30 de mayo de 1963
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